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Модель формирования структур в пленках осаждаемых в термоядерных установках
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Особенности топографии пленок осаждаемых в токамаках, в плазменных ускорителях, плазменном фокусе, а также при распылении осаждаемого материала ионным пучком объясняются на основе роста структур из одиночных атомов, осаждаемых на поверхность. Причиной появления сложной структуры пленки являются примесные атомы, являющиеся центрами зарождения кластеров.  Примесные атомы «всплывают» на поверхность за счет диффузионного переноса к поверхности обусловленного температурным градиентом и при температуре выше некоторой критической. Топография пленок зависит от температуры поверхности. Развитая структура обусловлена переносом адатомов по поверхности к наиболее горячим местам структуры, что создает условия роста фрактальной структуры по механизму похожему на механизм образования «вязких пальцев» или ОДА. Получены ограничения на минимальный размер кластера во фрактальной структуре: 1) диффузионное «разравнивание» слишком мелких объектов: rmin = 2(a3/T ≈ 60 а ≈ 20 нм, (( - поверхностное натяжение, T –температура поверхности, а – атомный размер), 2) размер кластера не меньше размера критического зародыша конденсации: rcr  = 2(a3/{H – Tln(NvT/q)}, (N – число атомов в единице объема конденсированного вещества, H – энергия сублимации, vT – тепловая скорость атомов при Т конденсата, q - поток    осаждаемых атомов). Ограничение 1) определяет размер rmin при температурах пленки Т << Тиспарения, а условие 2) при высоких температурах подложки. 
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